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Optoelektronika potprzewodnikowa



Cel ¢wiczenia

Celem ¢wiczenia jest poznanie zjawisk rekombinacyjnych, zardowno promienistych jak i
niepromienistych oraz zjawiska elektroluminescencji w silnie domieszkowanych potprzewod-
nikach. Ponadto, poprzez zbadanie charakterystyk pradowo-emisyjnych wybranych przyrza-
dow potprzewodnikowych, poznanie wlasciwosci przyrzadow optoelektronicznych ( DEL,
dioda laserowa, transoptor ) oraz mozliwosci ich praktycznych zastosowan.

Pomiary statyczne

W uktadzie DEL (Dioda ElektroLuminescencyjna) — fotodioda zgodnie ze schematem na
Rysunku.1. dokona¢ pomiarow:
1. Natgzenia swiecenia DEL w funkcji pradu przewodzenia, przyjmujac wielkos$¢ pradu
zwarciowego fotodiody jako miar¢ tego natezenia.
2. Charakterystyki pradowo-napigciowej DEL w kierunku przewodzenia.
Uwaga: Nie przekracza¢ pradu przewodzenia DEL powyzej 20mA.
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Rys.1. Schemat uktadu pomiarowego statycznych charakterystyk pragdowo-napigciowo-
emisyjnych DEL
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Rys.2. Schemat uktadu pomiarowego kinetycznych charakterystyk w konfiguracji nadajnika-
odbiornika $wiatta (transoptora)
Pomiary kinetyczne
W uktadzie DEL (Dioda ElektroLuminescencyjna) — fototranzystor, zgodnie ze
schematem na rys.2. dokonac:




1. Wyznaczenia zakresu czestotliwo$ciowego sygnatow bez znieksztatcen.
2. Wyznaczenia czasu narastania i zaniku §wiecenia.
Stwierdzenia, czy wystepuje jakiekolwiek przesunigcie fazowe pomiedzy pradem
wstrzykiwania a pragdem $wiecenia DEL.

Opracowanie wynikow pomiarow
1. Wykona¢ wykresy:
- charakterystyki prgdowo-napi¢ciowej DEL w uktadzie liniowym ( Ipg. = ( Upg ))
oraz potlogarytmicznym ( In Ipg. = f ( UpgL ))
- charakterystyki nat¢zenia $wiecenia ( ktorego miarg jest fotoprad zwarciowy I,y ) W
funkcji pragdu wstrzykiwania Ipg. w uktadzie logarytmicznym ( 1g I =f (1g IpgL )).
Dobrac¢ skale tak, aby na obu osiach wspotrzednych szerokosé
2. Z wykresow charakterystyk pradowo-napieciowych okresli¢ wspotczynniki katowe
nachylenia badanych zaleznosci.
3. Przeprowadzi¢ dyskusje i interpretacje wynikéw — na obu charakterystykach wskazac
obszary dominacji pradu rekombinacyjnego i dyfuzyjnego.

Zakres obowiazujacego materialu
Optoelektronika potprzewodnikowa — zakres zainteresowan
2. Budowa, dziatanie i zastosowania:
- diody $wiecacej ( DEL )
- transoptora — DEL-fotodioda lub DEL-fototranzystor
- lasera péiprzewodnikowego ztaczowego
3. Rekombinacja promienista w potprzewodnikach:
- przejscia rekombinacyjne promieniste i niepromieniste
- wydajnos¢ przej$¢ promienistych
- diagram konfiguracyjny — wyjasnienie przejs¢ prostych i skonczonych
- rekombinacja pasmo-pasmo, pasmo-poziom domieszkowy, poziom-poziom
Elektroluminescencja w ztaczu p-n silnie domieszkowanym
a) Mechanizm wzbudzenia (pobudzenia) elektroluminescencji przy polaryzacji ztacza w
kierunku przewodzenia:
- wstrzykiwanie no$nikdw mniejszo$ciowych
- tunelowanie
b) Mechanizm pobudzenia $wiecenia przy polaryzacji zaporowej —wyjasnic i krotko
scharakteryzowac
c) Dioda $wiecaca:
- zalezno$ci pradowo-napigciowe
- zalezno$¢ mocy emitowanego promieniowania od pradu wstrzykiwania
d) Rozktad widmowy emisji promieniowania
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